
3. Гетероструктуры и сверхрешетки
Влияние ТГц резонатора на туннельную проводимость короткопериодных сверхрешеток 
И.В. Алтухов1, М.С. Каган1, С.К. Папроцкий1, 
А.Д. Буравлев2, А.П. Васильев2, Н.Д. Ильинская2, А.А. Усикова2, В.М. Устинов2
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 
Моховая 11-7, Москва 125009 Россия

2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая 26, 194021 Санкт-Петербург, Россия 
тел: (495)629-33-61, эл. почта: kagan@cplire.ru 

В работе исследовался электронный транспорт в сверхрешетках (СР) при наличии оптического резонатора. Для реализации усиления и генерации электромагнитного излучения ТГц диапазона с помощью СР при температурах вблизи комнатной нужно выполнить несколько существенных условий. Для получения коротких времен установления проводимости, которая в СР определяется туннелированием, нужны узкие барьеры. Чтобы исключить термическое возбуждение электронов на вышележащие уровни размерного квантования и в свободную зону, нужны узкие квантовые ямы и достаточно большой разрыв зон. Т.е. необходимы короткопериодные СР. Для реализации быстрой отрицательной динамической проводимости в СР с доменами нужно короткое максвелловское время, т.е. достаточно высокий уровень легирования. 
Исследовался вертикальный транспорт в резонаторных структурах на основе короткопериодных сверхрешеток (СР) GaAs/AlAs, выращенных с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. СР содержали 100 периодов 4 нм GaAs/2 нм AlAs расположенных между сильно легированными верхним контактным слоем n+-GaAs (n=1(1019cm-3) и подложкой n+-GaAs (n=2(1018cm-3). Концентрация доноров в СР составляла (1-2)(1017cm-3. С помощью сухого (ионного) травления и обычной фотолитографии изготовлены меза-структуры в форме дисков диаметром 10-15 мкм. К образцу прикладывались импульсы прямоугольной или треугольной формы. Длительность импульсов варьировалась от 0,2 до 10 мксек. Треугольные импульсы позволяли регистрировать вольтамперные характеристики при прямом и обратном ходе напряжения. Измерения проводились, в основном, при комнатной температуре. 
На вольтамперных характеристиках (ВАХ) СР GaAs/AlAs при некотором пороговом напряжении наблюдалось скачкообразное уменьшение тока, которое связывается с образованием движущихся доменов. Перепад тока при образовании доменов достигал 50%. При напряжениях выше порогового на ВАХ наблюдаются немонотонные особенности. В отличие от эквидистантных максимумов, наблюдавшихся в режиме нерезонансного туннелирования в СР InAs/AlSb [1], эти особенности нерегулярны и отличаются в разных образцах. Приведены данные, указывающие на возбуждение ТГц резонатора за счет отрицательного сопротивления СР с доменами. 
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